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기상중합법에 의한 PEDOT 전도성 나노튜브의 제조 

Fabrication of conducting PEDOT nanotubes using vapor deposition polymerization

이성은a, 정용수b, 오한준c, 지충수a*

a*국민대학교 신소재공학과, bKIMS, c한서대학교 신소재공학과

초 록: AAO 템플레이트 기공 안에 기상 중합 방식을 이용하여 Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) 전도성 나노 튜브를 

제조하였다. PEDOT 나노튜브는 나노 단위의 직경과 마이크로 단위의 길이로 조절이 자유로우며 잘 정렬된 구조를 갖

는다. PEDOT 나노 튜브의 전도도는 2000 S/cm로써 박막으로 제조된 것에 비해 향상되었으며, XPS, TEM, SEM와 

SPM을 통해 형태 및 특성을 확인하였다. 

1. 서론
π-공역 구조를 갖는 전도성 고분자는 금속의 전기적, 자기적, 광학적 성질과 종래의 고분자의 기계적 성질을 동시에 

가지는 물질로서 그 실용성 및 잠재적인 응용성으로 인하여 많은 연구가 진행되어 왔다. 현재는 고집적화, 소형화, 대

면적화 등의 이유로 새로운 기능을 부여하는 고기능성 재료의 설계 및 합성이 매우 중요한 과제로 대두되고 있다. 이

러한 요구에 따라, 1차원 구조로 설계된 전도성 고분자 나노튜브는 높은 전도도와 열적 안정성, 넓은 표면적 때문에 

유기 트랜지스터, 평판 디스플레이, 센서, 저장장치 분야로의 응용이 큰 관심을 받고 있다. 하지만 전도성 고분자의 1

차원 나노 구조화는 고기능성과 응용성에 비해 합성이 쉽지 않은 단점이 있다. 본 연구에서는 기상중합 방식을 이용하

여 기공형 AAO 템플레이트를 위에 PEDOT을 합성함으로써 잘 정렬된 1차원 구조를 갖는 PEDOT 나노 튜브를 제조 

한 후 향상된 특성을 확인하였다. [1-8] 

2. 본론

본 실험에서 사용된 시편은 고순도 99.99 %의 알루미늄으로 두께가 300 μm인 판상형태이며 기공형 알루미나 템플레

이트를 제조하기 위해 2단계 양극산화법을 이용하였다. 전처리 후 0℃의 0.1 M 인산용액에서 직류 180 V의 조건으로 

양극산화를 하였고, 기공의 크기를 넓혀주기 위해 0.3 M 인산용액에 40분간 침지시켰다. 

고분자 합성의 첫 단계로, FeCl3·6H2O을 Tetrahydrofuran에 용해시켜 10 w/w% 농도로 제조하고 이 산화제를 위와 

같이 제조한 AAO 템플레이트 위에 도포 한 후 오븐에서 5 분간 60 ℃로 건조했다. 산화제가 코팅된 템플레이트를 기

체 상태의 자기조립형 단량체인 EDOT으로 포화된 기상중합 chamber에 넣어 산화제가 도포된 필름 표면에서 직접적

으로 monomer를 접촉 시킴으로써 중합을 유도하고 전도성 고분자를 성장시켰다. 중합 반응이 완료되면, 반응하지 않

고 남아있는 산화제, 단량체 그리고 불순물을 제거하기 위해 메탄올로 세척한 다음 60 ℃에서 10분간 건조 하였다. 마

지막으로, PEDOT nanotube 만을 남기기 위해 KOH에 3 분간 침지하여 AAO template를 제거하였다. 기상중합 법에 

의한 PEDOT 전도성 나노튜브의 제조 모식도는 Fig. 1. 과 같다. 

Fig. 1. Schematic diagram of the fabrication process



3 . 결론

AAO 템플레이트를 이용하여 100 nm의 직경과 2-3 μm의 길이를 가지는 PEDOT 나노 튜브를 제조 하였다. Raman와 

XPS 분석을 통해 확인된 화학구조는 623.8 nm에서 여기 현상이 일어남을 보였고, C1s, S2p, O1s Peak의 Scan 결과에 따

라 PEDOT nanotube의 구성성분을 확인하였다. 전기적인 특성은 이러한 성질을 기반으로 한 수많은 응용들 때문에 매

우 중요한 요소이다. 

I-V 특성은 PEDOT 나노 튜브의 전도도가 2000 S/cm로써 박막으로 제조된 것에 비해 향상된 결과를 뒷받침 해주며, 

유기 소자와 센서로의 높은 응용 가능성을 보여주었다. 
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